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A 1060

Merkmale: ' Anwendung:

® T0-18 Metall-Glas-Gehéuse ® Olbrennerkontrolle

® Niedriger Temperatur- ® Belichtungsmesser
koeffizient ® Automatische Dimmer

® GroBe Linearitat

A 1072

Merkmale: Anwendung:

® T0-18 Metall-Glas-Gehéause ® Impulszdhler
® Niedrige Stérspannung ® A/D Wandler
@ Schnelle Reaktion @ Digitalzahler

- :“5 :*1 e Rio Rioo Ro Ros Vmax | Pmax tan tab X
j";;:L (kQ] {kQ]J [kQ] kQ] v [mW] [ms) [ms] [%K]
‘-'“*5 A 1060 11 10,9 28 50 150 200 75 60 35 03
' 3 183563 1 18,4 3.8 150 390 200 75 50 30 0,35
e | 1060 13 44 6.2 450 1.350 200 75 35 28 04
< 1060 31 . 80 215 360 1.080 350 75 60 35 03
1060 32 135 30.5 1.000 3.000 350 75 50 30 0.35
3 Al1072 11 25 4,7 350 1.050 100 50 10 10 2
1072 12* 90 9,2 3.500 | 10.500 100 50 10 10 2
107213 320 19 70.000 {100.000| 100 50 7 10 2
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Heimann
Halbleiterbauelemente
fiir vielseitige
Anwendungen

Allgemeines

Fotowiderstande sind stromrichtungsunabhéngige
Halbleiterbauelemente, die ihren Widerstandswert
beleuchtungsabhingig andern. Aufgrund dieser
Charakteristik haben sich Fotowiderstande ein brei-
tes Anwendungsgebiet erschlossen. Nachstehend
finden Sie die wichtigsten Einsatzgebiete dieser
Bauelemente:

@ Flammenmelder in Olbrennern

® Dammerungsschalter

® Autofocus-Diaprojektoren

® Optokoppler

® LED-Anzeigen in Pocketkameras

@ Belichtungsmesser (Blendensteuerung)
® Nachlaufsteuerungen

@ Lichtschranken

® elektronische Orgeln

® LED-Dimmer in Uhrenradios

@ Kontrastregelung in Fermsehgeréaten

® Dimmer fur Vakuumfloureszenzanzeigen
® elektronische Spielzeuge

@ Lautstarkenregelung in Stereo HiFi-Geréten
@ aktive Filter mit kleinem Klirrfaktor

Aufbau der Fotowiderstande

Als lichtempfindliches Basismaterial wird Cad-
mium-Sulfid, Cadmium-Selenid oder ein Mischkri-
stall aus beiden verwendet. Diese Stoffe reagieren
auf sichtbares Lichtim Bereich von 0,4 bis 1pm.Das
Grundmaterial wird auf Aluminiumoxid-Substrate
gedampft, aktiviert, mit aufgedampftem Indium kon-
taktiert und, wenn gefordert, in Gehéuse eingebaut.
Zur Verbindung der Indiumbedampfung mit den
Stromzufithrungen werden Leitharzkleber einge-
setzt.

Kapselung
Das Heimann-Lieferprogramm enthéalt Fotowider-

sténde mit einfacher Lackabdeckung, Epoxidharz- ,

kapselung sowie hermetische Kapselungen in Me-
tall-Glas bzw. Glasgehausen. Samtliche Bauformen
sind klimafest nach DIN 40040, Feuchteklasse E.

Spektrale Empfindlichkeit

Photoempfindliche Materialien besitzen einen cha-
rakteristischen Empfindlichkeitsveriauf in Abhén-
gigkeit von der Wellenlange des anregenden Lich-
tes. StandardmaBig werden zwei verschiedene Ma-
teriatien verwendet: CdS-Material (60) und CdSe-
Material (72).
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Wie im obigen Diagramm zu erkennen, hat das erste

Material seine maximale Empfindlichkeit bei einer
Welienldnge von A = 600 nm, das zweite hingegen
sein Maximum bei A = 720 nm.

Ansprechzeit

Das An- und Abklingen eines Stromes im CdS/Se-
Fotoleiter beim An- und Abschalten einer Beleuch-
tung liegt zwischen 1 ms und einigen Sekunden, je
nach Beleuchtungsstérke, Schicht und Dotierung.
In den nachstehenden Tabellen sind die Werte tan
und tap bei 10 Lux angegeben: tan ist die Anstiegs-
zeit auf 65% vom Endwert des Fotostromes. Der An-
stieg ist gemessen nach einer Dunkelzeit von einer
Sekunde, tap ist die Ablallszeit des Fotostromes auf
35% des Maximalwertes. Der Abfall wird gemessen
nach einer Hellzeit von 1 s. Die Ansprechzeit von
CdSe Schichten ist schneller als die von CdS-Ma-
terial.

Lichtgedéchtnis

Alle photoempfindlichen Materialien weisen einen
Hystereseeffekt auf, oft als ,Lichtgedachtnis* be-
zeichnet. Die Widerstandskennlinie ist von der Vor-
bereitung abhingig. Generell verschiebt sich die
Kennlinie bei Einwirkung von Warme und Licht zu

_ héheren und bei Warme ohne Licht zu niederen

Widerstandswerten. Beide Drifterscheinungen sta-
bilisieren sich nach einigen Stunden und sind re-
versibel.

Der Lichtgedachtnis-Effekt tritt bei CdSe-Schich-
ten starker auf als bei CdS-Material.

Widerstandsverhalten

Die charakteristische Eigenschaft des Fotowider-
standes ist die Anderung des Widerstandes R mit
dem Licht der Beleuchtungsstérke @. Die mathe-
matische Beschreibung dieses Verhaltens ist an-
nihernd durch folgende Gleichung gegeben:

R,=R, {:z }Y
1

Far die Steilheit y gilt somit:
Ig (R/R)
19 (2./9)

Logarithmisch aufgetragen ist die Steilheit y im
Idealfall eine Gerade, in Realitat ist sie jedoch licht-
abhé&ngig, die Kennlinie gekrimmt. Es lassen sich
unterschiedlichste Steilheiten realisieren. Fur die
im folgenden spezifizierten Standardtypen sind die
Kurven der Widerstandsbereiche zwischen 0,1 und
1000 Lux angegeben.
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AlterungsprozeB

Heimann-Fotowiderstinde werden einem definier-
ten AlterungsprozeB unterworfen, sodaB sich spéter
unter normalen Raumbedingungen die Kennlinien
nicht mehr &ndern. Dieser AlterungsprozeB dauert
mehrere Tage und umfaBt wechselnde Bedingun-
gen von Temperatur und Beleuchtung.

Mefibedingungen

Die Hellwerte der Fotowiderstande werden mit1-2V
Gleichspannung geprift unter Normlicht A (2854 K
Farbtemperatur), gemessen nach einer zweistindi-
gen Vorbelichtung mit 300 Lux bei Raumtemperatur
(25° C).

Dunkelwiderstand Rg

Der absolute Dunkelwiderstand von Fotowiderstan-
den ist je nach Dotierung und Elektrodenkonfigura-
tion 1 MOhm bis 10 GOhm. in den Datenblattern ist
der Dunkelwiderstand 5 sec nach Abschalten einer
Beleuchtungsstarke von 10 Lux angegeben. Dieses
Ros5 wird mit Umax gemessen.

Betriebsspannung

Die maximale Betriebsspannung von Typ 60
Schichten an Luft betrégt ca. 0,6 kV/mm Elektroden-
abstand, die von Typ 72 Materia! 0,4 kV/mm. Die ver-

schiedenen Spannungsfestigkeiten der Fotowider-

standstypen werden durch unterschiedlich struk-
turierte Masken erreicht. In den nachstehenden
Tabellen sind die jeweils zuldssigen Betriebsspan-
nungen fiir Gleichspannungsbetrieb bzw. fur Effek-
tivwerte der Wechselspannungen angegeben. Da
die maximal zuldssige Verlustieistung den Foto-
widerstand in Strom und Spannung begrenzt, darf
die maximale Betriebsspannung nur bei Abdunke-
lung erreicht werden.

StoBspannungsfestigkeit

Die StoBspannungsfestigkeit gegen Pulse von ma-
ximal 1 ms Dauer ist max. 1,5 kV/mm, das heiBt 3 x
Umax.

" Max. Verlustleistung

Pmax ist die hdchste zuldssige Belastung des Foto-
widerstandes, chne daB das Element Schaden
nimmt. Die Angaben in den folgenden Tabellen
beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von
25° C. Bei htheren Umgebungstemperaturen sinkt
die max. zulissige Verlustleistung gemé&B der nach-
folgenden Kurve.
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Kurzzeitige Uberlastungen des Fotowiderstandes
sind moglich bis zu dem dreifachen Wert von Pmax.
sofern diese Uberlastungen im Zeitmitte! unter 10%
von Pmax liegen.

Temperaturkoeffizient

Der Temperaturkoeffizient gibt die prozentuale
Anderung des Widerstandes pro ° C an. Er wird ge-
messen mit einer Beleuchtung von 10 Lux bei einer
Anderung von + 25° C aut - 10° C oder von +25°C
auf + 80° C. In den Datenbléttern wird der grofiere
der beiden Werte angegeben.

Betriebsbedingungen

Heimann-Fotowidersténde sind lagerbarbei Tempe-
raturen von - 25° C bis + 80° C. Der Betrieb ist mdg-
lich im gleichen Bereich, wobei sich die Leitfahigkeit
mit der Temperatur entsprechend dem angegebe-
nen Temperaturkoeffizienten verédndert.

Einbauhinweise
Mechanische Beschadigungen der Fotowiderstén-
de sind prinzipiell zu vermeiden. Beim Biegen der
AnschluBdrihte sollite auf einen Mindestabstand
von 1,5 mm von Substratkante bzw. Geh&usedurch-
fuhrung geachtet werden.
Bei epoxidgekapselten Fotowidersténden ist der
Kontakt mit scharfen S&uberungsmitteln zu vermei-
den. Der Abstand der Lotstelle von der Gehéuse-
durchfdhrung solite mindestens 5 mm betragen.
Die zulassige Léttemperatur betragt 250° C, Dauer
der Lotung ca. 5 sec, Tauchlbtung ist méglich. Bei
Kolbenlétung ist auf eine Warmeableitung zu ach-
ten.
Nomenklatur
Die auf den nachfolgenden Seiten aufgefihrien
Standardfotowiderstinde sind gekennzeichnet
durch maximal zwei Buchstaben und sechs Ziffem.
Die Kombination aus den Buchstaben und den
ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Bauform,
die n&chsten beiden Ziffern geben das photoem-
pfindliche Material an (s.a. Spektrale Empfindlich-
keit), die funfte Zitfer klassifiziert die zui&ssige Be-
triebsspannung Umax und die letzte Ziffer die Steil-
heit y.
Umax: 1< 50VDC ( 35V ACeff)

2< 175 VDC (125 V ACeff)

3< 350 VDC (250 V ACeff)

4< 600 V DC (425 V ACeff)

5< 750 V DC (530 V ACeff)
Beispiel:
V1060-21 ist aufgeschlisselt wie folgt:

V10 - gekapseltes T0-5 Gehduse mit

Glasfenster
60 - CdS-Material mit max = 600 nm
2 - max. Betriebsspannung 125 V
1 -~ Steilheit 0,5 < y < 0,65

Sondertypen
Uber das normale Lieferprogramm hinaus kdnnen
auf Anfrage Sondertypen mit besonderen Elektro-
denanordnungen, Schichtgeometrien oder Schicht-
parametern hergestelt werden. Fur spezielle An-
wendungen werden auch Multi-Fotowiderstande in
Sondergeh&usen gefertigt.
Heimann verfugt Uber ein auf Fotowiderstande spe-
zialisiertes Entwicklungslabor. Unsere Ingenieure
sind auf Anfrage gerne bereit, einen Vorschlag tir
etwaige Sonderapplikationen zu unterbreiten.
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